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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 подготовка специалистов к решению современных профессиональных задач в научных и производственных

коллективах, занимающихся инновационными разработками для создания технологии новых материалов и

приборов спиновой, квантово-размерной электроники, спинвентильных структур и научить основным

положениям гигантского  и тоннельного резистивного эффектов, квантовой теории, анализу квантовых эффектов в

спинтронике, физическим и физико-химическим основам технологии производства изделий спинтроники.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.2 Методы математического моделирования

2.1.3 Основы технологии углеродных наноматериалов

2.1.4 Современные методы диагностики и исследования наногетероструктур

2.1.5 Специальные вопросы физики магнитных явлений в конденсированных средах. Часть 1

2.1.6 Технологии материалов для радиопоглащения и электромагнитного экранирования

2.1.7 Физика квантоворазмерных полупроводниковых композиций

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Высоковакуумное оборудование

2.2.2 Магнитные наносистемы, наноматериалы и нанотехнологии

2.2.3 Наноструктурированные покрытия, порошки и технологии их получения

2.2.4 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (английский язык)

2.2.5 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (немецкий язык)

2.2.6 Практика научно-технического перевода и деловая переписка, второй иностранный язык (французский язык)

2.2.7 Приборы и устройства магнитоэлектроники

2.2.8 Проектирование и технология электронной компонентной базы

2.2.9 Радиационно-технологические процессы в электронике

2.2.10 Технологии получения материалов

2.2.11 Физика и техника магнитной записи

2.2.12 Электретные и магнитоэлектрические материалы и технологии их получения

2.2.13 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.14 Преддипломная практика

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З2 Основные технологические процессы, с помощью которых в настоящее время создаются низкоразмерные тонкие

плёнки и гетероструктуры неорганических и органических полупроводниковых материалов

ПК-2-З1 Технический английский язык

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области

физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями

и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих

технологий и использования последних достижений науки и техники

Знать:

ПК-4-З1 Наиболее эффективные методы контроля параметров и свойств формируемых наноразмерных объектов.

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Знать:

ПК-2-З3 Базовые технологические процессы наноэлектроники

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать

результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения

детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области
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Знать:

ОПК-2-З1 современные методы исследования

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Знать:

УК-1-З1 сложные инженерные объекты и процессы

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Уметь:

ПК-2-У1 - применять методы численного моделирования для исследования физических моделей

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области

физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями

и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих

технологий и использования последних достижений науки и техники

Уметь:

ПК-4-У1 Адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Уметь:

УК-1-У1 осуществлять критический анализ новых систем в междисциплинарном контексте

ОПК-2: Способен применять современные методы исследования, представлять и аргументировано защищать

результаты выполненной работы, осуществлять моделирование, анализ и эксперименты в целях проведения

детального исследования для решения сложных задач в профессиональной области

Уметь:

ОПК-2-У1 применять и  представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы

Владеть:

ОПК-2-В1 анализом экспериментов в целях проведения детального исследования для решения сложных задач в

профессиональной области

ПК-4: Способность формулировать цели и задачи научных исследований, реализовывать их проведение в области

физики магнитных явлений, материаловедения и технологии магнитных материалов в соответствии с тенденциями

и перспективами развития твердотельной электроники, микро-наноэлектроники, применения энергосберегающих

технологий и использования последних достижений науки и техники

Владеть:

ПК-4-В1 Использованием литературных данных для построения моделей приборов электронной техники и технологий их

изготовления

УК-1: Способен осуществлять критический анализ новых и сложных инженерных объектов, процессов и систем в

междисциплинарном контексте, проблемных ситуаций на основе системного подхода, выбрать и применить

наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических, вычислительных и

экспериментальных методов или новых и инновационных методов, вырабатывать стратегию действий

Владеть:

УК-1-В1 выбирать и применять наиболее подходящие и актуальные методы из существующих аналитических,

вычислительных и экспериментальных методов

ПК-2: Способность оптимизировать параметры технологических операций

Владеть:

ПК-2-В1 Расчетом режимов выполнения технологической операции

ПК-2-В2 Поэтапным контролем технологических и электрофизических параметров контрольных пластин


